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１．概要（Summary） 

電極間に架橋した一本の単層カーボンナノチューブに

対し、バイアス電圧を加えながら励起分光を行うことで電

界によって生じる吸収ピークを観測した。 
 
２．実験（Experimental） 

まず酸化膜付き Si ウエハにレジストを塗布し、トレンチ

のパターンを電子線描画する。ICP ドライエッチィングを

行うことで溝を作成する。ステルスダイサーを用いて 3 cm
角のチップにする。チップをアニール炉に入れ熱処理を

行う。レジストを塗布し、金属電極のパターンを電子線描

画を行う。真空蒸着装置を使って、Ti/Pt をそれぞれ 1/20 
nm 蒸着する。リフトオフ後、アッシング装置に入れて、表

面のごみを取り除く。チップにレジストを塗布し、触媒のパ

ターンを電子線描画する。その後、触媒リフトオフして、

CVD プロセスで CNT を成長する。デバイスごとにアルミ

ワイヤでチップキャリアとボンディングする。完成したデバ

イスに対して、バイアス電圧を加えながら励起分光測定を

行う。 
 
３．結果と考察（Results and Discussion） 

作製したデバイスの光学顕微鏡像を Fig. 1 に示す。

様々なバイアス電圧下における光電流およびフォトルミネ

ッセンスの励起波長依存性を調査することで、電界によっ

て誘起される吸収ピークを観測した。 
 
４．その他・特記事項（Others） 
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Fig.1 Optical microscope image of a fabricated 
device. Scale bar is 10 μm.  
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